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【序論】ダイヤモンドは 5.47eV のバンドギャ

ップを有し, 大電力・高効率パワー半導体とし

て期待されている. 我々は 875MW/cm2 の有能

出力電力, 10ns未満のスイッチング動作, 4050

時間の連続動作を報告しているが, ダイヤモ

ンドウエハの大きさ問題は解決すべき課題で

ある. 我々は企業との共同研究で Ir/サファイ

ア基板上に 2 インチ径のダイヤモンドのエピ

タキシャル成長を報告したが[1,2], 今回我々

は 3 インチ径ダイヤ成長用の Ir/サファイア基

板を作製したので報告する. 

【実験の方法と結果】 (11-20)面方位の 3 イン

チ径のサファイア基板上にスパッタ法で Ir 薄

膜を堆積した. 図 1に示すように全面が鏡面の

Ir表面が得られた. X線回折 2θ/ωから Ir (001) 

[110] //sapphire (11-20) [0001]のエピタキシャル

関係を確認した. Ir(002)ロッキングカーブ(図

2)は (a) ジャスト基板が半値幅で 536 秒, (b) 

[1-100]方向 5°オフ(m5)が 426秒, (c) [0001]方

向 5°オフ(c5)が 480 秒となり基板の微傾斜に

よって Ir 薄膜が高品質になることが分かった. 

AFM 像(図 3)からジャスト基板上ではサファ

イア[1-100]に伸びた Ir ドメイン, m5 ではテラ

ス幅 76nm のステップ構造, c5 ではテラス幅

167nmのステップ構造が観察できた. Ir(001)は

正方格子だが, 下地のサファイア(11-20)の長

方格子の表面構造を受け継いでおり基板の微

傾斜により Ir 表面構造がステップ構造になり,

ダイヤの高品質化につながることがわかった. 

【まとめ】 3 インチ径のダイヤ成長用

Ir/sapphire 基板を作製した . Ir(001)//sapphire 

(11-20)であった. サファイア基板の微傾斜に

よる Ir 高品質化の効果が見られた. 正方格子

の Ir がサファイアの長方格子を受け継いでい

ることがわかった.  
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Fig.1. Photograph of 3-inch diameter Ir/sapphire 

substrate. 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. X-ray diffraction rocking curve of Ir(002) on 

Ir/sapphire substrates, (a) just, (b) 5°off toward 

[1-100] (m5), and (c) [0001] (c5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3. AFM images (5 ㎛×5 ㎛) of Ir/sapphire 

substrates, (a) just, (b) 5°off toward [1-100] 

(m5), and (c) [0001] (c5).  
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